PRACTICA #4. Recomendaciones y Correcciones.

PARTE 2:

Circuito Figura 1a: Características id – Vds. Recuerden que la señal VDD debe de ser una triangular de 0-10v o 0-15v. Se recomienda usar RG=1M, RD=100 ohm..

Circuito Figura 1B: Características id – Vgs. Recuerden que la señal VDD debe de ser tal que asegure que el Mosfet este trabajando en la zona de saturación (recomendación VDD=20V). Escoja VGG adecuadamente (triangular). Se recomienda usar RG=1M, RD= 0 ohm , RS=100 ohm .

PARTE 3:

Se cambio la configuración de dren común por una de source común. En el circuito abajo deben de calcular los valores de R3, R1 y R2.  Deben calcular lo que se les pide en el enunciado del laboratorio.
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